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                                                 機密等級：內部使用

高頻高速光電量測系統服務計畫書
	計畫書編號
	(量測者免填)
	預約日期
	

	學生姓名
	
	連絡電話
	

	學校系所
	
	指導教授
	

	E-mail
	
	
	


1、 待測物操作內容(請依所使用機台來勾選預計量測項目)
	Passive
	Wavelength : _____nm ; MFD :_____nm ; Input/output angle :______nm

Chip size ：_____mm × _____mm

	Active
	Modulator：
Wavelength : _____nm ; Modulation Channel: _____ ; Probe pitch：_____μm；
Probe type : □GSG、□GSGSG、□PGSGSGP、□Other_______ ;

Return loss：_____dB；3-dB Frequency：_____(G)Hz；Optical Eye Bitrate：_____Gbit/s；
Vpp value：_____V、DC value：_____V。
Sample size ：_____。
Photodetector：
Wavelength : _____nm ; Probe pitch：_____μm；

Probe type : □GSG、□GSGSG、□PGSGSGP、□Other_______ ;

Return loss：_____dB；3-dB frequency：_____(G)Hz；DC value：_____V；Electrical Eye Bitrate (設計本身需要有transimpedance amplifier (TIA))：_____Gbit/s、BER (設計本身需要有TIA)：______；
Sample size ：_____。
System測試需求：

Wavelength : _____nm；Operation Bitrate：_____Gbit/s；
Modulation type : _____；
Electric or Optical eye :______ ；
Electric/Optical Eye Bitrate：_____Gbit/s；
Sample size ：_____。


2、 待測物的描述：(EX. 雙邊調製的Mach-Zehnder modulator，工作原理為….，預計應用為....。)
3、 預計量測項目之模擬結果：(EX. 雙邊調製的Mach-Zehnder modulator光傳輸損耗模擬結果為...，預計測出之光眼圖速度為....，模擬之反射損耗和3-dB頻寬為....。)
4、 Layout圖(須標示光進/光出、RF或DC下針位置圖)

5、 同一顆晶片申請第二次量測，請在此說明相較於第一次量測結果需要增加的測試項目。
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